IFAE 2024 - Firenze

Firenze, 3-5 Aprile 2024
Isututo degli Innocents, Pra.

’
ATLAS ITk per HL-LHC 2. Sensori a pixel con tecnologia 3D
ATLASITk — un rivelatore interamente gl R — o e B e e
basato su tecnologie al silicio per sostituire o or T e
I'Inner Detectordi ATLAS durante HL-LHC l T &
- p-spray =
Sy v v r r—r—y— 1 P~ HR sensor wafer g
£ 1400 ATLAS Simulation Preliminary Strip sub-system con copertura |n| < 2.7 s . B
- [ IMk Layout: 23-00-03 . . piktR hiandie wafer
1200/ n=10 - (4 Barrel layers + 6 disks) e R
i ——— 4 StipEndcap | - Pixel sub-system con copertura |n| < 4.0 Handie wafer to be thinned down
" H =20 i 50 pum
goof. 2@ Serre i i n (5 Barrel Iaygrs + rings ) _ _ Pros K
H ; « Sensoriplanari nei layer esterni B tensi di Cons
00! " : - AN = =N
. - : * Sensori3D nel layer piu interno, S\?Sjtzrﬁgﬁ;gne ! Alta capicita
1 ' — :, - - - . -
mo..ﬁ.‘{“, S g ) STE prodottida due venditori: B robabilita di trappin Risposta spaziale non
- 200;:,,‘,_‘\_;‘:‘\:‘_,:‘ 2y LL. ':.‘!::':::'.::‘!::. __,:::i_ w-a0 - = Fondazione Bruno Kessler, FBK (IT) assapro _ apiiita appiNg  niforme
L T S [T «  Stiftelsen for industriell og teknisk elettronico: Costo e yield
- soom.:?:i 7800 2000 2500 3000 3500 forskning, SINTEF (Nw) RAD-HARDNESS
| i ) _ 3D sensors pixel cell: 25x100 (um?) - barrel / 50x50 (um?) end-caps
4. Testin laboratorio: Curve |V pre/post ibridizzazione
Interconnessione fra elettronica di - witic dhig Misure 1V sul sensore a livello di wafer e Quantity Value
Eﬁnfpsf)gsnoéfn‘;o” latecnica del e e O ripetute dopo ibridizzazione e assemblaggio | Deleion vlage <lov
. Leonardo (LND) e Aumento della corrente di leakage in accordo | Breakdown voltage i akadd
»  Fraunhofer-Institut for con le specifiche diibridizzazione . A S e MOV
Zuwverléassigkeit und ALES e Leakage current slope I(Viep+ 10 V) / I(Vge+ 5 V) <2
Mikrointegration (1ZM) / e i Misure IV su sensori 25x100 FBK-LND
2 45000 g e & read-out chip " read-out cell < 25 A'I"LAS IITk—Pb‘(eI Wo‘rk-in-F"rogres‘s - 7ATLAS ITk-PlIxel Work-in-Progress _
e A = s | Lestessemisure sonostate
i E 0297 200 3 C |p IXV Z (RD53 collaboration) & 2 ° ' ] Sn_gf— 20UPGE12100028 = f .
& 35()005j 12/ DOF =47.3(8 3 . = - a E |+ 20UPGE12100030 L B atte SU Sensorl 50X50 2022
S 30000 oen‘iw , - Tecnologia a 65 nm CMOS 2x2 cm? c I e e ,// 1 308 murssizions E ( )
2 E Underflow = 0 = . . s C ] o E | =
E - Matrice 400 x 384 pixel sk 1 807 mvecmmennas oo E , ,
2 ﬁ Soglia di 1000 e- g g //Eé%'ﬁ'ﬁ_ 2 05| Eurcarmamon | - Sensorie strutture di test
— | Noise di 40e (80e dopo bump bonding o =+ ;»Zj ' - sonostati Irraggiati e misuratl
- - con sensore 3D) g Misure suSCC | 34 : - nuovamente, soddisfandole
o; .MM Lettura del Time over Threshold (TOT) 01“‘”“”””2"”””‘”“‘“””5"‘”‘”g;;;c%.‘;;f&] 02t S — 5 specifiche richieste
% Noise [e] Rad-hard > 1 GRad J\ y

LO Design Numero di Moduli per Moduli da Siti di
stave/ring stave / ring costruire costruzione
Barrel LO 12 8 96 Barcellona
\ End-Caps RO 30 6 180 Oslo
End-Caps R0.5 12 10 120 GE /M

N, B Final Design Review (FDR) superatanel 2023
FTOREM | i\ \ |« Gtripletti (GE) montati su Ring 0

g ) ' | Gliistituti stanno iniziando ad assemblare i primi
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Production Readiness Report (PRR) previsto per
la fine del 2024
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® Flex FM

Fiducial Marker (FM) sono
presentisul flex e sui FE.
Vengono identificati con una
pre-trained neural network
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